
MOVPE 法による AlInN の高速成長 

High rate growth of AlInN by MOVPE 
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【はじめに】AlInN は InNモル分率約 17%で GaN と格子整合し、比較的大きな屈折率の差が得られるこ

とから多層膜反射鏡に用いられている。しかし、良好な表面平坦性が得られる AlInN はその成長速度が

約 0.24μm/h以下であることが報告され、高反射率多層膜反射鏡の成長に数 10時間も必要となる[1]。前

回、我々は様々な成長速度で AlInN を作製し、比較検討をした[2]。今回、前回と異なる MOVPE 装置を

用いて AlInNの高速成長を行い、0.2μm/h を超える成長速度であっても良好な結晶性・表面平坦性を得

たので報告する。 

【実験方法】前回使用した MOVPE 装置 A に比べ、今回使用した MOVPE 装置 B は、より大きなガス

流速を実現でき、基板までの距離も短いことから、原料が混合されて基板に到着するまでの時間が約 1/5

と短く、ガス効率が高いという特徴を有する。この二つの装置を用いて、サファイア基板上に低温バッ

ファ層を介して GaNを成長させ、その上に 50～80nmの AlInN 単膜を成長させた。装置 A では、AlInN

の成長速度が 0.38μm/h(A-1)と 0.08μm/h(A-2)の二つの試料を作製し、装置 B では 0.33μm/h(B-1)の試

料を作製した。成長速度は、TMAl供給量を変えて調整し、断面 SEM像と成長時間から算出した。 

【結果・考察】各試料の X 線回折曲線と表面 SEM像を図 1、2に示す。前回の報告通り、成長速度 0.08

μm/h(A-2)の試料は平坦な表面 SEM 像や、明瞭なフリンジを有する X 線回折曲線が得られたが、0.38

μm/h(A-1)では表面・界面平坦性の大幅な劣化が確認できた。一方、装置Bによる成長速度 0.33μm/h(B-1)

の試料では、平坦な表面 SEM 像と明瞭なフリンジを有する X 線回析曲線が得られ、速い成長速度であ

りながら装置 A の低速成長試料(A-2)と同等の品質が得られた。今後、上記表面平坦性の劣化を引き起

こす直接な要因を検討する予定である。 
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(A-2) 0.08μm/h-膜厚 80nm (A-1) 0.38μm/h-膜厚 60nm 

(B-1) 0.33μm/h-膜厚 55nm 
図 1 X線回析(2θ-ω)測定 

図 2 各試料の表面 SEM 
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 (A-1) 0.38μ m/h (In 16.5%)
 (A-2) 0.08μ m/h (In 16.3%)
 (B-1) 0.33μ m/h (In 17.4%)
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